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【はじめに】 GaN 系 LED では、下地 GaN と活性層の GaInN の格子不整合により長波長領域で

著しく発光効率が低下する。この課題に対し、電界の生じない非極性面を用いた構造や AlGaN 中

間層による歪補償構造などが提案されてきたが、いまだ解決には至っていない。ScAlMgO4は、面

内の格子定数 a = 0.3245nm と、Ga0.83In0.17N に格子整合する特性を有しており、GaN 系長波長デバ

イスに適した材料であるといえる。本発表では、MOVPE法により成膜したScAlMgO4基板上GaInN

の特性について報告する。 

【実験】MOVPE 法を用い、ScAlMgO4(0001)上に 100nm の Ga0.83In0.17N を成膜した。成長は、温

度 760℃、V/III=2600、In/(Ga+In)=0.32 で行った。また、Ozaki らによって報告されたとおり、成

長前に空気中で加熱処理を行い、成長初期は低温 Ga0.83In0.17N バッファ層を堆積させた[1]。図 1

に示した X 線回折(XRD) 2θ/ωスキャンにより、平均組成 17%の GaInN の成膜を確認した。また、

XRD で求めた格子定数より、±4%程度の In 組成のばらつきがみられた。GaInN(0002)のロッキング

カーブ半値幅は 2500arcsec 程度であり、格子整合する ScAlMgO4基板上であっても高品質なGaInN

膜を得ることは難しいことが分かった。試料の表面を微分干渉顕微鏡および原子間力顕微鏡で観

察した(図 2)。試料表面は、マクロには比較的平坦であるが 10nm 程度の表面荒れがみられた。今

後、長波長デバイスへの応用に向け、結晶性および表面平坦性の向上に取り組む。 
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図 1 XRD2θ/ωスキャンおよび Ga0.83In0.17N(0002) 

ロッキングカーブ 

図 2 GaInN 表面の顕微鏡像(左)微分干渉顕微鏡、 

(右)原子間力顕微鏡 
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